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É o processo em que u gás reativo adicionado ao sistema de deposição de sputtering incorpora-se 
quimicamente ao filme depositado. 

pios: 

• alvo de +atmosfera de N2 7 AI 

• ª u Ti + u "' CH4 7 TiC 

• u u Cr + !{ 

ª 02 7 Cr203 

• ª ª Cd + u 
u H2S 7 CdS 

Em baixas pressões,. a estequiometria do composto depende da taxa de chegada, no substrato,, do vapor do 
metal e do gás reativo. 
Questionamento pertinente ao processo: 

• reação se dá no alvo e o composto que se forma é ejetado pelo efeito de 
sputtering? 

• composto se fon11a na fase gasosa e a seguir se deposita? 
a /1 r~;:ir;:;n ;:irnnti::iiri::. n;::;i c11nArfírii0 c11hdr:::itn'? 



Filmes dos mesmos elem~ntos químicos mas com diferentes estequiometrias podem ocorrer dependendo das 
condições de deposição. 
Exemplo ilustrativo: 

A ordenada é o 
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reduzido definida por 
(=tensão no catodo anodo X pressão do gás reagente} 

Observe-se as três "fasesll do material depositado conforme 
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Deposição de óxidos metálicos 
processo de sputtering de um alvo metálico em atmosfera de oxigênio1 paralelamente à formação 

do filme de óxido do metal no substrato, ocorre a oxidação do substrato. 
De um modo geral, o rendimento de sputtering de um óxido é bem menor que o de um metal, e esta é 
a principal causa do formato característico das curvas de taxa de óxidos metálicos em função da 
pressão pardal de 0 2• Duas dessas curvas (para óxido de ferro e óxido de gálio) estão representadas 
abaixo. 
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is regimes, são sugeridos pela curva, separados por um limiar abrupto na taxa de deposição: 
Regime de baixa pressão (< 0,5 mTorr de 02, aproximadamente) 

-a taxa de formação do óxido alvo não é significativa, pouco interferindo com sua taxa de sputtering 
e a taxa de formação do óxido no substrato cresce com o aumento da pressão. 

Regime de alta pressão (> 0,5 mTorr de 0 21 aproximadamente) 
-o me de óxido cobriu uma parte significativa do alvo, decrescendo sua taxa de sputtering e a queda 
na taxa de deposição no substrato continua à medida em que alvo vai sendo recoberto . 

queda a pta na taxa de formação do óxido no substrato é a soma de três fatores: 

o resu 
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• rendimento de sputtering do óxido<< rendimento para o metal 
• emissão de elétrons secundários do óxido >>emissão dos metais 

• rendimento de sputtering para oxigênio < rendimento para gás de sputtering (geralmente 

da maior emissão de elétrons do óxido, as fontes de energia de sputtering que operam com 
nte j automaticamente reduzem sua tensão, contribu do com uma. queda na taxa de 
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ixo se refere à deposição de nitreto de titânio numa atmosfera de Ar-N 2 empregando um sistema 
S-Gun operando com corrente contínua e um alvo de . Diversas estequiometrias são observadas conforme as 
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ições de deposição. 
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REATIVO 

Imagens de microscopia de varredura de fratura de filmes depositados em lâminas de slide de microscópio 
mostram uma estrutura colunar 

4 cross secuon ona 


